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Fundamentos de la invencidn

Un aparato de presentacibén y/o almacenamiento
por descarga de plasma o gaseosa tiene ciertas caracteris-
ticas, tales como una superficie plana de presentacibn y
una capacidad inherente de memoria, que le hacen particular-
mente deseable para un aparato de presentacibn alfanuméri-
ca, Un ejemplo de un dispositivo de descerga gaseosa conow-
cido estd expuesto en la patente EE.UU, %.559.190, "Apara-
o de presentacibn y memoria por gas", patentada el 26 de
enero de 1971 por Donald L. Bibtzer y otros, y cedida a la
Universidad de Illinois. Tales paneles pueden comprender
una capa interior de vidrio de células ffsicamente aisla-
das, o comprender una configuracidn de panel abierto de
células de gas eléetricamente aisladas pero no aisladas fi-
gicamente, En esta (ltima forma de aparato de presentacibn
por descarga de gas, una envolvente de gas herméticamente
cerrada, compuesta por material dieléetrico y que contiene
un gas ionizable iluminable, tal como una mezcla de neon
y argon o nitrdgeno, tiene conductorés ortogonales dispues=~
tos sobre lados opuestos de la misma. Un potencial alterno
conectado a pares elegidos de conductores estd acoplado
por una capacidad al gas, & través del material dieléetrico,
produciendo un voltaje alterno a través del gas en la regidn
definida por la interseccidn de los conductores, Si en un

semiciclo conereto del potencial alterno conectado a los conw-
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ductores el voltaje del gas excede de un voltaje VB de rup-
tura, el gas se hace conductor por produceidn, inducida

por el voltaje, de electrones e iones de gas, y se dice que
1a célula elegida ha experimentado ruptura. En este esfado
conductor, log electrones del gas emigran a la pared que es
temporalmente positiva, y los iones a la pared que es tem-
poralmente negativa, Tas particulas cargadas recogidas en
las paredes dieléctricas, o "carga de pared", producen un
potencial entre la superficie dieléetrica y los conductores,
el cual se cpone al potencial aplicado exteriormente, y asi
reduce el voltaje del gas. A medida que continfa fiuyendo
una corriente a través del gas, la carga de pared aumenta
hasta que el voltaje del gas disminuye hasta por debajo

del necesario para manbener al gas en estado conductor, y
se extingue la descarga de corriente.

En el siguiente semiciclo del potencial alterno
exterior, que tiene una polaridad opuesta a la del semici-
clo precedente, el voltaje producido por la carga de pared
se suma al producido exteriormente, de manera que el volta-
je del gas aumenta. Asf, el voltaje Vg de ruptura del gas
es obtenido a un valor menor del potencial exterior, se
inicia una descerga de corriente de sentido opuesto a la
descarga inicial, y se eatablece una carga de pared de signo
opuesto a la carga de pared inicial, y de magnitud suficien-

te para hacer que se extinga la descarga. Tras la ruptura
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inicial, el estado de carga de pared puede ser mantenido
en células elegidas, por aplicacién de un potencial menor
designado sefial de gostén, que combinado con la carga de

pared hace que las células slegidasg sean continuamente en-

.cendidas de nuevo y apagadas, con una frecuencia relativa=

mente grande, para mantener una presentacibn continua, Ie
produceidn de luz para fines de presentacibén se produce du~
rante el paso de la corriente de descarga. Dado que la pre-
gente invencibn se refiere primordialmente a la fabricacidn
7 a la estructura, mis que al funcionamiento de un panel de
presentacibn por gas, se considera que la informacién ante-
rior es adecuada para el entendimiento de la presente inven-
¢ibn, Para detalles adicionales relativos al funcionamiento
de paneles de descarga por gas, en modos de escribir, mante-
ner o borrar, se hace referencia a la patente suiza nimero
508.247,

Bn el aparato usual de descarga por gas, los con-
ductores estdn aislados de contacto directo con el £2s me-

diante una capa de material dieléctrico que puede comprender

1a envolvente del gas. La capacidad de la capa dieléctrica

egtd determinada por el espesor de la capa, la constante
dieldctrica del material y la geometria de los conductores
de exeitacidn., El material dieléctrico ha de ser un aislan-
te que tenga la resistencia dieléctrica suficiente para so=-

portar el voltaje producido por la carga de pared y el poten=



10

15

20

25

28-7-72

£05601

cigl aplicado exteriormente. El dieléctrico debe ser un

emisor de electrones secundarios relativamente bueno, ser
transparente o trenslficido por el lado de presentacidn,
para transmitir ls luz generada por la descarga, con fines
de presentacidn, y ser susceptible de fabricacibn sin reac-
cionar con la metalurgia del conductor. Finalmente, el coe-
ficiente de expansibn del dieléctrico debe ser compatible
con el del substrato de vidrio sobre el que se forma la
capa dieléctrica.

Un material que posee las anteriores caracteris-
ticas regpecto a un substrato de sosa-=cal-silicato es un
vidrio de soldeo de plomo-borosilicabo, un vidrio que con-
tiene mis del 75% de Sxido de plomo. En una realizacién

construfda segfin las ensefianzas de la presente invencién,

" se empled como aislante un dieléctrico que comprendia una

cepa de vidrio de plomo-borosilicato. Sin embargo, la reac-
cibn quimica y fisica sobre la superficie del vidrio de plo-
mo~borosilicato bajo condiciones de descarga producfa degra-
dacibn o descomposicibén del 6xido de plomo sobre la super-
ficie dieléctrica, produciendo as{ un cambio de las carac-
ter{sticas eléctricas del panel de presentacidén por gas,
considerando c¢élula a célula. Esta degradacidn hizo que

los parémetros eléctricos de las células del dispositivo

de descarge gaseosa variasen en funcidn de la historia de

la célula, de manera que tras un c¢ierto periodo de tiempo
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el voltaje de encendido requerido para las células indivi-
duales cayd fuera del intervalo normal de funcionamiento,
y el voltaje de encendido variaba considerando célula a

¢élula,

Resumen de la invencién

Para perfeccionar las caracterfsticas de emi-
sibn secundaria de las paredes de célula, y para evitar la
reaceidén quimica y fisica de la superficie de capa dieléc-
trica de un dispositive de descarga gaseosa, resultante de
la repetida descarga de gas de c¢élulas elegidas, se deposi-
ta gobre la capa dieléetrica, para formar las paredes de
célula, una capa de dxido de metal alcalinotérreo que tiene
caracterfsticas tanto refractarias como de gran emisién se~
cundaria, de una clase Que comprénde el 8xido de magnesio,

bxido de berilio y 8xido cilcico. En una realizacidn construi-

da segfin las ensefianzas de la presente invencidn, un revesti-

niento de 6xido de magnesio, material refractario caracteri-

zado por un alto coeficiente de emisidn secundaria, es apli-

-cado gobre la totalidad de la superficie interior de la capa

dieléctrica. Un material refractario es el que resiste al
tratamiento ordinario, es difficil de reducir, y tiene gran
energia de enlace, de manera que sus constituyentes permane-
cen constantes inecluso tras uso prolongado. Utilizando una

capa de material refractario que tenga caracteristicas de

~6—
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gran emisidn secundaria, las caracterfsticas de emisiln de
electrones secundarios dominan a las condiciones de funcio-

namiento eléctrico en el panel de gas, teniendo como resule

‘tado, como se describe mfs adelante de forma infs completa

una operacidn de descarga gaseosa con voltajes menores de

'funcionamiénto.’ﬁﬁa capa"deléadé de bxido de ﬁégnesio tiene

una caracteristice de expansién térmica compatible con la

del aislante de plemo-borosilicato, simplificando asf el
procedimiento de fabricacién. Una ventaja adicional del re-
vestimiento de dxido de magnesic eés que una capa imperfecta

o no wniforme de 8xido de magnesio proporciona una oberacién
satisfactoria. Finalmente, el aspect6 refractaric del reves-
timiento de xido de magnesic: es muy resistente a la reaccifn
quimica debida al procedimiento de descaféa, manteniendo asi
sustancialmente constantes con el tiempo los voltajes de fun-
cionamiento'delnpanel,’y extendiendo la vida Gtil del panel -
de gas.,

Por tanto,‘un objeto primordial de la presente in-
vencidn es proporcionar un panel de presentacién por descarga
gaseosa perfeccionado.

Otro objeto de la presente invencién es proporcio-
nar un panel de presentacidn por descarga gaseosa perfeccio-
nado, utilizando una capa de material refractario que tiene
una caracteristica de gran emisidn secundaria, adyacente a y

en contacto continuo con el gas, para disminuir el potencial



de funcionamiento del dispositivo.

Afin otro objeto de la presente invencibn es propor-
cionar un panel de presentacibn por descarga gaseosé, pérfécciou
nado, qué tiene una capa interior de 6xido de magnesio en con-

5 .tacto con el gas, para evitar la degradacidn del material die-
l8ctrico, para extender la vida del panel, y para disminuir
A los potenciales de funcionamiento requeridos para el funciona-
miento del panel de gas. '

Los anteriores y otros objetos, caracteristicas y

‘10 ventajas de 1la presente invencidn serén evidentes por la si-
guiente descripcidn de una realizacidn preferida de la inven-
cibn, seglin gse ilustra en los dibujos adjuntos.

Breve descripeibén de los dibujos
Ia figura 1 es una visbta isométrica de un panel de
15 descarga gaseosa, seccionado para ilustrar detalles de la
presente invencidn.

La figura 2 e¢s una vista desde arriba del panel de

descarga gaseosa ilustrado en la figura 1.

Descripeidn de una pealizacidn preferida

20 Haciendo referencia ghora a los dibujos, y mds en
particular a la figura 1 de elios, se ilustra un panel 21 de
gas que comprende una pluralidad de células o puntos indivie
duales de gas definidos por la interseccidn de las lineas
23A-23N de excitacibn verticales y las l{neas 25A-25N de ex~

25 citacidén horizontales, Ia estructura de la realizacidn prefe-

28-772 -8
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rids, segfin es mostrada en los dibujos, estd aumentada pero
no a eseala, con fines de ilustracifni sin émﬁargo, los pa~
rémetros fisicos de la invencidn definida en la presente so=-
licitud de patente estén totalmente descritos en detalle més
adelante, Aunque solo se ilustra la porcidn de visidn del pa-
nel de presentacifn, en inters de la clarided, se apreciard
que en la préetica los conductores.de excitacibn se extienden
mEs all} del &rea de visién, para interconexifn a la fuente
de la sefial de excitacién.

El panel 21 de gas comprende un gas iluminable, tal
como una mezcla de neon ¥y argoﬁ, dentro de una envolvente her-
méticamente cerrada, estando dispuestas las redes de conducto-
res verticales y horizontales en relacidén ortogonal, en lados
opuestos de la envolvente. Uns células de gas dentro de la
envolvente son encendidas o prendidas selectivamente durante
una operacidén de escribir, aplicando al par de conductores aso-
ciado. unos potenciales coincidentes que tienen una magnitud
suficiente para hacer que el voltsje de gas exceda del volta-
Je VB de ruptura, En la reslizacidn preferida, los potencia-
les de control para operaciones de escribir, leer y borrar son
gefiales de corriente alterna rectangulares, del tipo deserito
en la patente suiza n2. 508.247. Los potenciales de funciona-
niento tipicbs para un panel de déscargaigaéeosa usando una
mezela gaseosa de neon-argon som 200 voltios para eséribir,

140 voltios pafa mantener. Una vez éstablecida la carga de pa~



.

red, las células de gas son manbenidas en el estado de des-

carga por una seilal de mantenimiento peribddica, de menor an-
plitul. Cualcuiera de, las células elegidas puede ser apageda,
le que se denozina operscidn de borrar, reduciendo primero la

5 diferancia de sotencial a 4ravds de la célula hasta cero, y

sy

aplicondo lueso un impulso de borrar correspondiente en ampli-

tud, pero opu

<
3

;50 en solaridad, al de la dltima alteracidn man-
tenida, y mantenisndo csso potencial cero durante un periodo

 fijo vras la terainccidn del impulso de borrar. Mediante ope=~

10 racionas de escribir selecctivas se puede generar y presentar
inforseidn co.2 una gecaoa01a de células o puntos encendidos,
en forna de datos alzanua fricos o gréficos, y %al informa=-
cibn puede ser regwivuds u¢umpre que se desee, mediante la
overaciba de mantoniniento. '

15 Ta envolvente del panel de gas, como se ha indica-
do antes, es ung hoja relativamente delgada o frigil de mate-
rial dieléctrico, de mansra gue un par de substratos de vidrio,
27 v 29, delantero y trassro, es empleado como niembros de so-

4

porte en lados opuestos del panel, El tnico requisito para ta-

H

20 1es mienbros de soporkc es que sean no conductores ¥y buenos
alszlantes, y sustancialmente transparentes para fines de pre-

senbacidn. Opdinariamente se utiliza, en la realizacidn pre-~

L]

irida, vidrio de sosa-cal-silicato de calidad comercial, de

5,4 nm.

25 Tamhién se muestran en el corte 1l redes de conducto-

L]
I

18772 . -10-
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res, 2% y 25, que estén interpuestas entre los substratos-

27 v 29 de vidrio y los miembros 33 y 35 dieléctricos asocia-
dos. Las redes é} y 25 de conductores pueden ser formadas
sobre los substratos 27 y 29 por un cierto nfmero de procedi-
mientos bien conocidos, tales como fokoataque, deposicibn
bajo vaclo, estarcido, etc. Para formar las redes de conduc-
tores se puede usar material conductor transparente, semi-
transparente u opaco, tal como Sxido de estafio, oro, alumi-
nio o cobre, Las redes 23 y 25 de conductores pueden ser
alambres o filamentos de cobre, oro, plata o aluminio, o de
cualquier otro metal o material conductor. Sin embargo, se
prefieren las redes de conductores formadas in situ, dado
que pueden ser depositadas sobre o adheridas a los substra-
tos 27 y 29 mds ficilmente y més uniformemente. En la reali-
zacidn construida segln la presente invencidn, se utilizan
conductores opacos de cromo-cobre-cromo., Un conductor central
de cobre utiliza una capa inferior de cromo para proporcionar
adhesibén al substrato de sosa-cal-silicato, mientras que la
capa superior de cromo sobre el cobre protege al conductor
de cobre del ataque por el aislante de plomo-~borosilicato.
Las capas 33 y 35 dieléctricas, de las que la ca-
pa 33 estd cortade en la fig. 1, se forman in situ, en la
realizacibn preferida, directamente sobre las redes 23 y
25 de conductores, con un material inorginico que tenga un

coeficiente de expansidn muy parecido al de los miembros de
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substrato, Un material dieléetrico preferido, segﬁn ge ha
indicado anteriormente, es vidrio de soldeo de plomo-ﬁoro-
gilicato, material que contiene un elevado tanto por ciento
de bxido de plomo, Para fabricar el &rea dieléctrica; se
pulveriza sobre la red de conductores vidrio de plomo=boro-
silicato fritado, y se sitfla la placa en un horno en el que
se vuelve & hacer fluido el vidrio fritado y se contfola
para agegurar un espesor apropiado. Alternativamente, la
capa dieléetrica podrfa ser formada por evaporacidn por
rayos electrénicos, deposicibn quimica con vapor u otros
nedios adecuados, Los requisitos para la capa dieléctrica .
han sido especificados, pero ademds, la superficie de las
capas dieléctricas debe ser eléctricamente homogénea a es-
cala mieroscdpica, es decir, debe estar preferiblemente
exenta de grietas, burbujas, cristales, suciedad,'pelibu—
las superficiales o cualquier impureza o imperfeccidn.
Finalmente, el problema de la degradacién que
tiene lugar sobre la superficie dieléetrica durante el fur-
cionamiento del panel, que tiene como resultado una varia-
¢ibn de las caracterfisticas eléctricas de las células in-
dividuales, reducfa significativamente la vida del panel.
ILa solucibn utilizada en la realizacién preferida fué la
deposicidn de una capa homogénea de un material que btiene
una elevada caracteristica de emisibn secundaria, entre

la superficie dielédetrica y el gas. Se utilizd un reves-

] Dom
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timiento de tal material, en forma de 6xido de metal alca~
linotérreo. En la realizacién antes descrita, se usbé un
revestimiento de bxido de magneéio, que también es material
refractario. Estas capas 39 y 41 podfan ser aplicadas sobre
la capa dieléétriea por cualquier medio usual, tal como eva=-
poracién por rayos electrénicos, pulverizacibn, sublimacibn
catddica, ete,

Respecto al material que tiene una elevada eficaw
cia de emisidn electrdnica secundaria, el mecanismo dominan-
te de produccidn electrdnica secundaria se define como emi~

sidn degde los limites confinantes del gas, que en la presen-

te invencidn gon las superficies de electrodo dieléetrico.

El voltaje de rupbura en un panel de presentacidn por descar-
ga gaseosa estd determinado por la amplificacibn electrénica
del gas, descrita por un coeficientecd , ¥ la produccidn de
electrones secundarios en el volumen del gas y sobre las
superficies confinantes o paredes de célula. Para una mezcla
gaseosa, presibn y separacibn de electrodbs especificadas,

A es una funeidn que aumenta monotdnicamente del voltaje,

en el intervalo ordinario de funcionamiento del panel., Ia

emisibn electrdnica secundaria estd caracterizada por un

coeficiente 7{, que puede ser una marcada funcidn del mate-
risl y de la forma de preparacibn. La ruptura de volbtaje

tiene lugar cuando se satisface la siguiente relacibn apro-

ximada:
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donde d es la separacidn entre electrodos. La consideracién
de la anterior ecuacibn nmuestra que un auménto de 1§tendré
como resultado un valor menor de o en la'ruptura9 ¥ pox
tanto menor voltaje VB de ruptura o de funcionamiento de
panel, Los &xidos de los metales alcalinotérreos més lige-
ros, berilio, magnesio y calcio, son preferidos para la
superficie dieldctrica, debido a su menor reactividad qui-
mica, con lo que no son alterados quimicamente por accibn
de la descarga. Esta caracteristica asegura también que la
emisidn de electrones secundaria permanezca relativamente
constante bajo exposicidi prolongadzs a la descarga, con lo
que los volbajes de funcionamiento del panel permanecen
sustancialmente constantes, extendiendo asi la duracibn de
la vida del panel,

Haciendo referencia shora a la figura 2, se emplea
una vista desde arriba para aclarar ciertos deballes de la
presente invencibn, Dos miembros 27 y 29 rigidos de soporte
constituyen los miembros exteriores del panel de presenta-
¢cibn, y en una realizacidén preferida comprenden vidrio or=
dinario de sosa-cal-silicato, de calidad comercial, de
6,4 mm, En las paredes interiores de los miembros 27 y 29
de substrato estén formadss las redes 25 y 2% de conduchores

horizontales y verticales, respectivamente. Los tamaflos y

28-7-72 wlln
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la separacifén de los conductores estén evidentemente aumen-
tados, en el interés de la claridad. Sin embargo, en una con-
figuracidn de panel preferida, la separacidn de centro a cen=~
tro de conductores, en las respectivas redes, es aproximada-
mente 0,76 mm, usando conductores de cromo-cobre~cromo de
0,15 mm de anchura, mientras que los conductores pueden te-
ner tipicamente 2,5 micras de espesor. Sobre las redes 25

vy 23 de conductores estén formadas directamente las capas

33 y 35 dieldctricas, que, seglin se ha descrito antes, es-
t4n formadas de un material inorginico que tenga un coefi-
ciente de expansidn coﬁpatible con el de los miembros 27 y
29 de substrato. Un material dieldetrico preferido para uso
con el substrato antes descrito es un vidrio de soldeo tal
como vidrio de plomo~borosilicato que contiene un elevado
tanto por ciento de 6xido de plomo. Los miembros dieléctri-
cos, por ser de vidrio no conductor, actfian como aisladores
y condensadores pars sus redes de conductores asociadas. Se
usa vidrio de plomo-borosilicato dado que se adhiere bien

a otros vidrios, tiene una temperatura de recuperacibn de
flujo mis baja que los substratos de sosa-cal-silicato sobre
los que se deposita, y tiene una viscosidad relativamente
alta con un minimo de interacibn con la metalurgia de las
redes de conductores. sobre las que se deposita. Las carac-
teristicas de expansidn del dieldetrico han de ser hechas

a medida respecto a las de los miembros 27 y 29 de substrato

w1 e
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asociados, para evitar arqueo, agrietamiento o distorsibn

del substrato. Ias capas 3% y 35 dieléctricas son formadas
més fhcilmente como capa de recubrimiento o pelfcula homo~
génea sobre la totalidad de la superficie del dispositivo

de descarga gaseosa, en vez de por definicibn de célula a

célula,

Aunque el vidrio de plomo=borosilicato posee la
resistencia dieléctrica y el coeficiente de temperatura es=-
pecificados, se halld que bajo las condiciones reales de
funcionamiento las propiedades de la superficie aislante
se degradaban bajo la influsncia de la descarga. Este cam=
bio gobre la superficie del aislente, como se ha indicado
anteriormente, producf{a un correspondiente cambio en las
caracteristicas eléctricas, en base de c¢élula a célula, con
lo que las caracteristicas eléetricas de una célule varia- |
ban segfin la historia de la célula. Asf, las células que
tenfan una historia de repetidos encendidos producian cam-
bios en las caracterfsticas el8ctricas, requiriendo un su-
mento del voltaje de encendido que finalmente cafa fuera del
intervalo normal de funcionamiento. En la realizacién pre-
ferida se empled una capa disléctrica de aproximadamente
25 micras.

El revestimiento de una pelfcula de elevado gamma
de un material refractario, tal como un éxido de metal alca~-

linotérreo, sobre la capa dieléctrica asociada, se muestra
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en la figura 2 como las capas 39 y 41, Los materiales tales
como el bxido de magnesio preferido combinan una elevada
eficacia de emisidn electrénica secundaria con una resisten-
¢ia a la interacéifn con la descarga. Igual que en la capa
dieléotrica respecto al substrato, se requiere que las ca-
pas 39 y 41 de revestimiento se adhiseran a la superficie

de las capas dieléectricas, y perﬁahezcan estables durante

1a fabricacién del panel, incluyendo los procedimientos de

coceidn a alta temperabura y-de formacién de vacio. El ma-

“terial de elevado gamma usado en la realizacién preferida,

como se ha indicado anteriormente, es 6xido de magnesio,
que tiene un elevado rendimiento de emisién secundaria,
de manera que determina las propiedades eléctricas del pa-
nel, para un gas iluminable dado, permitiendo el funciona=
miento del panel a2 un potencial significativamente infe-
rior.

El 6xido de magnesio combina un bajo-trabajo
de extraceidn y una ancha holgura de banda, propiedades que
refuerzan la emisibn electrbnica secundaria. Los dxidos de
metal alealinotérreo pueden ser usados como el principal
constituyente de la capa dieléetrica en el panel, o bien,
como en la realizacién antes descrita, como revestimiento
aplicado sobre un dieléetrico usual de vidrio, por cualquie~
ra de varios medios tales como pulverizacibn, evaporacibm,

sublimacibn catbdica, etec. In la realizacidn preferida se
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hizo funcionar con éxito un panel que tenfa un revestimien-

to de 8xido de magnesio de 2000 angstroms.
Tos éxidos de metal alcalinotérreo son buenos mate

riales emisores secundarios, y el dxido de magnesio es bame

5 bidn un material refractario, es decir, diffcil de reducir,
de manera que los eonstituyentes superficiales permanecen
constantes incluso tras uso prolongado. Otra ventaja del bxi-
do de magnesio es que la capa no necesita ser una pelficula
perfecta, sino que puede tener agujeros, grietas, etc, sin

10 afectar adversamente al funcionamiento global del panel.
En un panel en el que se ubilicen las ensefianzas de la pre-
sente invencidn, cuando la superficie de 6xido de magnesio
es bombardeada por iones, fotones y &tomos metaestables, co-
mo sucede durante la descarga, el béxido de magnesio emite

15 electrones que facilitan el funcionamiento del panel, Aunque
el revestimiento de 6xido de magnesio de la realizacibn an-
tes descrita de la presente invencibn fué aplicado sobre la
totalidad de la superficie, se apreciaréd que también podia.
haber sido formado en definieidn de punto a punto, o bien,

20 alternativamente, que se podria utilizar un vidrio de alto
contenido de 6xido de magnesio, para proporcionar una super—
ficie dieléctrica que tuviese las caracteristicas deseadas
de emisidn secundaria, sin necesidad de revestimiento de
bxido de magnesio.

25 El parémetro final de la presente invencibn se

28-7-72 w18
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refiere al espacio 45 de gas entre las superficies opuestas
de 6xido de magnesio en las que estd contenido el gas. Este
¢s un pardmetro relativamente critico en el panel de gas,
dado que la intensidad de la descargas y las interacciones
entre descargss en puntos de desgarga adyacentes son funcio-
nes de la separacidn, En la realizacibn preferida de la pre-
sente invencidn, se ubtiliza entre paredes de clulas una se-
paracibn de aproximadamente 0,13 mm. Dado que se ha de man-
tener una distancia de separacidén uniforme por la totalidad
del panel, se podria utilizar, si fueran necesarios, unos
medios de separacidn adecuados para mantener esta separacidn
uniforme. Aunque el gas estd encapsulado en la envolvente,
los detalles adicionales referentes al cierre hermético del
panel, o detalles de fabricacidén tales como las etapas de
coceidn a alta temperatura, formacibén de vacio y relleno,
han sido omitidos por estar fuera del dmwbito de la presente
invencién, Respecto a la reduceibn de voltajes de funciona-
miento eon un panel en que se use un revestimiento de &xido
de magnesio, a diferencia de uno sin 81, se observd una re-
duceidn de sefiales de descargs de 200 voltios a un interva-
lo de 175180 voltios, mientras la seflal de sostenimiento
disminuyé desde un nivel de 140 voltios a 115 voltios, re-
duccibn muy significativa.

Aunque la invencidn ha sido mostrada y descrita

particularmente con referencia a la realizacibn preferidas
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de la misma, los expertos en la téenica entenderin Que se
pueden hacer en ella otros cambios de forma y detalle sin
salir del espiritu y 4mbito de la invencidn.

Esta solicitud que corresponde a la presentada
en Estados Unidos de América el 31 de Agosto de 1971 con
el n? 176.626, se acoge a los bemneficios del articulo 51

del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que se

'presentan para que sean objeto de esta Patente de Invene

cién en Espafia por VEINTE afios, son los siguientes:

l.= Un dispogitivo de descarga gaseosa, que com=
prende la combinacién que incluye: una cémara cerrada llena
de un gas ionizable; redes de conductores formadas sobre
las superficies exteriores de dicha cémara ionizable, com-
prendiendo cada una de dichas redes de conductores una plu-
ralidad de conductores paralelog, estando relacionadas orto-
gonalmente dichas redes de conductores, para definir células

individuales de descarga de gas en las respectivas interac-

20—
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ciones de las mismas; estando adaptadés dichas células de
degcarga de gas'para’proporcionar descargas individuales
localizadas cuando son activadas:apropiadamente por sefia-
les de control aplicadas a las mismas; un miembro dieléc-
trico formado sobre cada una de dichas redes de conductores;
v medios asociados con dicho miembro eléctrico, para propor-
cionar el funcionamiento de dicho dispositivo de descarga
gaseosa con seflales de control de menor amplitud.

2.~ Un dispositivo del tipo reivindicado en la rei-
vindicacidn 1, donde dichos medios para reducir la amplitud
requerida de las seflales de control de la descarga gaseosa
comprenden un material que tiene una elevada caracteristica
de emisidn secundaria, sobre dicha superficie dieléectrica,
en contacto con dicho gas ionizable,

3.~ Un dispositivo del tipo reivindicado en la
reivindicacién 2, donde dicho material que tiene una eleva-
da caracterfstica de emisibn secundaria es también refracta-
rio, para evitar la degradacién de la superficie de dicho
dieléctrico resultante de la descarga de dichas células de
gas.

L.~ Un dispositivo del tipo reivindicado en la rei-
vindicacién 1, donde dicho material refractario que tiene una
elevada caracteristica de emisibn secundaria comprende un
bxido de metal alcalinotérreo.

S5.= Un dispositivo del cardcter reivindicado en la

-2l
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reivindicacién 3, donde dicho 6xido de metal alcalinotérreo
es Sxido de magnesio.

6.~ Un dispositivo del carécter reivindicado en
la reivindicacibén 2, donde dicho dieléctrico comprende ade-
nds una capa de material que tiene alto contenido de 6xido
de plomo, comprendiendo dicha capa un vidrio de soldeo de
plomo=borosilicato.

7.- Un dispositivo de presentacibn del tipo de
descarga gaseosa que incluye, la combinacidn que comprende:
un par de miembros de soporte no conductores; redes de con-
ductores formadas sobra cada uno de dichos miembros de so-
porte; comprendiendo cada una de dichas redes de conducto-
res una pluralidad de conductores paralelos; estando si-
tuadas dichas redes de conductores paralelos en relacidn or-
togonal unas mspecto a otras, formando las intersecciones
de dichos conductores ortogonales unas células discretas
de almacenamiento de carga; un miembro dieléetrico formado
gobre cada una de dichas redes de conductores; y medios
asociados con dicho miembro dieléctrico, para proporcionar
el funcionamiento de dicho digpositive de descarge de -gas
con seflales de control de menor amplitud.

8,= Digpositivo del tipo reivindicado en la rei-
vindicacidn 7, donde dichos medios para proporcionar el fun-
clonamiento con sefizles de control de menor amplitud com-

prendsn un material refractario sobre la supsrficie de dicho
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dieléctrico, que proteja también a dicha superficie dielée- -
trica frente a la degradacidn.
Q,~ Dispositivo del tipo reivindicado en la reivin-
dicacibn 7, donde dicho miembro dieléetrico comprende una
5 capa de materisl refractario que tiene una elevada caracte«
ristica de emisibn secundaria, formada sobre una capa de
material aislante.
10.~ Dispositivo del tipo reivindicado en la rei-
vindicacibén 9, donde dicho material refractario dielbctri-
10 co que tiene uma elevada caracteristica de emisidn secunda-
ria es un bxido de metal alecalinotérreo.
1l.= Dispositivo del tipo reivindicado en la rei-
vindicacién 10, donde dicho éxido de metal alcalinotérreo
comprende 6xido de magnesio.
15 12,~ Un dispositivo de descarga gaseosa.
'Talry como se ha descrito en la Memoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompaflan y con los

fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de weintitrés hojas escritas

20 a midquina por una sola cara.

Madrid. =5 AGO, 1972 .

P.A.
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